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Vorfahron zur Kennzoichnung von Randsystemen auf Halbleiterscheibon bei der Herstfiltung von 
Halbleiterbauelementan. insbesondere von integrierten Halbleiter-Schaltkroi»«n 



Bei einem Vertahren zur Kennzeichnung von Randsyste- 
men (1 1) auf Halbieiterscheiben (10) bei der Herstellung von 
integrierten Halbleiter-Schallkreisen warden die Randsysteme 
(11) auf der Halbieiterscheibe (10) im Laufe des Herstellungs- 
prozesses wahrend eines ProzeBschrittes durch den bei 
diesen zur Anwendung kommenden Technologieschritt mit 
einer optisch und eiektrisch erkennbaren Markierung (12) 
versehen. (31 38 085) 
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y. Verfahren zur Kennzeichnixng von Randsystemen auf Halb- 
leiterscheiben bei der Herstellung von Halbleiterbauele- 
5 men-ten, insbesondere von integrlerten Kalbleiter-Schalt- 
kreisen, bei der auf einer Halbleiterscheibe eine Vielzahl 
von Bauelement- bzw'. Schaltkreis-Systemen hergestellt 
wird, dadurch gekennzeichnet, 
dais die Randsysteme (11) auf der Halbleiterscheibe (10) 
10 im Laufe des Herstellungsprozesses wahrend mindestens 

eines Prozeflschrittes durch den bei diesem zur Anwendung 
kommenden Teclinologieschritt mit einer optlsch erkennba- 
ren Markierung (12) versehen werden. 

15 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl die Markierung optisch 
und elektrisch erkennbar ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch 

20 g e k e n n z,e i c h n e t, daf3 die optisch und elek- 
trisch erkennbaren Markierringen (12) bei einem Struktu- 
rieriangsprozefl von Aluminiumschichten beispielsweise zur 
Herstellung von Leiterbahnen, als Aluminium-Markierung 
hergestellt. werden. 

25 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, d a - 
dur ch gekennzeichnet, da3 die. Alu- 
minium-Markierungen (12) in Form von einfachen geometri- 
schen Figuren wie Punkten oder Rechtecken hergestellt 

30 werden. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, da(3 die Aluminium-Markier'^gs- 
Figuren (12) mit einem Durchmesser von 1 bis. 2 mm in 

35 Systemmitte hergestellt werden. 
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Verfahreh zur Keimzelchniing von Randsvstemen auf Halblel* 
terschelben bel der Herstell\^g von Halbleiterbauelementen, 
insbesondere von integrierten Halblelter-Schaltkreisen 

10 

Die vorliegende Erfindiong betrifft ein Verfahren zur 
Kennzeichniong von Randsystemen auf Halbleiterscheiben bei 
der Herstellung von Halbleiterbauelementen, insbesondere 
von integrierten Halbleiter-Schaltkreisen, bei der auf 
15 einer Halbleiterscheibe eine Vielzahl von Bauelement- 
bzw. Schaltkreis-Systemen hergestellt wird- 

Bekanntlich werden Halbleiterbauelemente und integrierte 
Halbleiter-Schaltkreise in einer groBen Vielzahl in 

20 auf einanderfolgenden Prozefischritten auf einer einzigen 
Halbleiterscheibe hergestellt. Die hinsichtlich der Bau- 
elemente- bzw. Schaltkreisfunktionen fertigen Einheiten 
einschlieBlich von Kontaktelektroden und gegebenenf alls 
Leiterbahnen auf bzw. in der Halbleiterscheibe werden 

25 als System bezeichnet. Mit anderen Worten ausgedriickt ist 
das System das fertige Halbleiterbauelement bzw. der 
fertige integrierte Halbleiter-Schaltkreis abgesehen von 
aufleren Zuleitungen lind Gehausen. 

30 Randsysteme auf Halbleiterscheiben weisen -wesentlich mehr 
technologische Defekte als Systeme in der Scheibenmitte 
auf. Dabei kann es sich beispMsweise um Fehler in den 
Abscheidungsprozessen, in iitz- und Fototechniken sowie 
um Fehl'Sr in der Partikeldichte , oder Fehler im Grundma- 

35 terial handeln. Dies ftihrt dazu, das Randsysteme eine 
sehr geringe Ausbeute besitzen und daB noch brauchbare 
Randsysteme wegen starker Abweichungen der elektrischen 
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xind geometrischen Parameter von den Sollwerten einge- 
schrankte Arbeitsbereiche und geringe Zuverlassigkeit be- 
sitzen. 

Es ist daher ublich, Randsysteme ebenso wie als fehler- 
haft erkannte Systeme von vornherein von der Weiterbe- 
nutzung auszuschlieflen. 

Eine Moglichkeit des Ausschlieflens von Randsystemen be- 
steht darin, die Randsysteme bei Testmessungen auszuschlie- 
Ben, das heiBt, gar nicht zu messen. Dies kann dadurch 
erfolgen, dafl in einem Programm fur die Testmessung von 
Systemen auf Halbleiterscheiben die Randsysteme software - 
maBig ausgeschlossen werden. 

Dieses Verfahren hat an sich den Vorteil, dafl ein Kanten- 
taster bei der Testmessung nicht erforderlich ist und dafl 
eine Markierung der Randsysteme durch Markierungstinte 
verhindert wird, wie dies ublicher Weise ftir die Kenn- 
zeichnung von fehlerhaften Systemen erfolgt. Ss kann 
daher keine Markierungstinte auf den Scheibenrand oder 
den Mefltisch gebracht werden, wodurch eine Verunreinigung 
der Scheibenrtickseite und damit eine nachteilige Beein- 
<flussung der Substratkontaktierung vermieden wird. 

Der Nachteil dieses Verfahrens besteht jedoch darin, dafl 
die nicht durch Markierijngstinte gekennzeichneten Rand- 
systeme bei der Montage, d. h. beim Anbringen von aufleren 
elektrischen Zuleitungen an die Systeme und Einbau in 
Gehause nicht von guten Systemen zu unterscheiden sind, 
Alle nicht gemessenen Randsysteme miissen daher nachtrag- 
lich von Hand mit einer Markierung versehen werden. Ein 
derartiges manuelles Kennzeichnen ist nattirlich sehr 
zeitraubend. Daruber hinaus sind zwei Arten von Fehlern 
praktisch nicht auszuschlieflen, Erstens konnen an den 
Randbereich angrenzende gute Systeme falschlicher V.^eise 
mit einer Markierung versehen werden, was zu Einbuflen 
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der Beurteilungsausbeute ftihrt- 

Zweitens konnen schlechte Randsysteme nicht markiert wer- 
den, was zu Einbuflen bei der Montage- lond Priiff eldausbeu- 
te fuhrt* 

5 ' . 

Gema3 einer weiteren MQglichkeit konnen die am Scheiben- 
rand auftretenden nachteiligen Effekte dadurch vermieden 
werden, daB die technologischen Prozesse zur Herstelliong 
von Halbleiterbauelementen Oder integrierten Halbleiter- 

10 schaltkreisen am Scheibenrand Uberhaupt nicht durchge- 
fuhrt werden, d. h. am Scheibenrand entstehen uberhaupt 
keine Systeme * Damit konnen die vorstehend angegebenen, 
mit der Markierung von Systemen verbundenen Nachteile 
vermieden werden, 

15 

Das Verfahren hat jedoch demgegenuber andere Nachteile. 
So werden beispielsweise bei einigen ProzeBschritten in 
der Fertigung von integrierten Halbleiter-Schaltkrei sen 
die Ritzrahmen zwischen den Systemen am Scheibenrand be- 

20 obachtet oder es ist ein bis zum Scheibenrand reichender 
Ritzrahmen no tig. Da am Scheibenrand keine Systeme und 
sorait auch keine Ritzrahmen vorhanden sind, entfallen 
die genannten Kontrollmoglichkeiten. Dartiberhinaus wer- 
den die an den Randbereich ohne Systeme angrenzehden Sys- 

25 teme bei Atz- oder Fototechniken beeintrachtigt , da sie 
lauf.ihrer AuBenseite im Vergleich zu ihrer Innense.ite 
eine vollig andere namlich nicht strukturierte Hmgebiong 
haben. 

30 Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,- 
ein Verfahren zur Kennzeichnung von Randsystemen auf 
Halbleiterscheiberi anzugeben, bei dem die vorstehend auf- 
gefuhrten Nachteile vermieden werden. 



35 



Diese Aufgabe wird nach einem Verfahren der eingangs ge- 
nannten Art erf indungsgemaB dadurch gelost, daB die Rand 
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systeme auf der Halbleiterscheibe im Laufe des Herstel- 
Ixmgsprozesses wahrend mindestens eines Prozeflschrit- 
tes durch den bei die sen zur Anwendung kommenden Techno- 
logieschritt mit einer optisch oder elektrisch erkennba- 
ren Markieriing versehen werden. 

Au3gestaltungen des vorstehend definierten Erf indungsge- 
dankens slnd in Unteranspruchen gekennzeichnet . 

Die Erfindung wird im folgenden anhand einer schematischen 
Darstelliong einer mit Baueleraent- .bzw. Schaltkreis-Sys- 
temen yersehenen Halbleiterscheibe gemafi der einzigen 
Figur der Zeichnxmg naher erlautert. 

Die Figur der Zeichnung zeigt eine Halbleiterscheibe 10 
nach Fertigstellung von durch Vierecke darg^^stellten Sys- 
temen von Halbleiterbauelementen bzw. integrierten Halb- 
leiter-Schaltkreisen, wobei Randsysteme auf dieser Halb- 
leiterscheibe 10 mit 11 bezeichnet sind. 

Erfindungsgemaf3 werden die Randsysteme bereits bei der 
Herstellimg mit einer optisch Lind elektrisch erkennbaren 
Markierung 12 versehen. Dies kann gemaI3 einer zweckmaBi- 
gen Ausgestaltung dadurch erfolgen, dafl optisch und elek- 
trisch erkennbare Markierxangen bei einem Strukturierungs- 
prozeB von Alijminiumschichten, bei spiel sweise zur Her- 
stellung von Leiterbahnen als Aluminium-Markierungen her- 
gestellt werden. Derartige Aluminium-Markierungen sind 
dabei zweckmafBigerweise in Form von einfachen geometri- 
schen Figuren, wie Piankte oder Rechtecke mit einem Punkt- 
durchmesser von etwa 1 bis 2 mm ausgebildet. 

Es ist jedoch auch moglich, optisch und elektrisch er- 
kennbare Markierungen, beisplelsweise bei der Retikel- 
oder Maskenfertigiang oder in den Halbleiterprozessen 
selbst, beisplelsweise durch eine Zusatzbelichtung der 
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Randsysteme herzustellen. 

Das erf indungsgemafle- Verfahren hat den Vorteil, dafl die 
durch die optisch imd elektrischen Markienmgen 12 

5 gekennzeichneten Randsysteme 11 in der Montage xind bei 
der elektrischen Messiong eindeutig als Ausfall erkenn- 
bar sind, .Die aufleren guten Systeme auf der Halbleiter- 
scheibe 10 weisen dennoch in alien Ebenen rundum die 
gleiche Strukturdichte auf. So sind beispielsweise bei 

10 Fototechniken rund urn die gleiche Helligkeit lond bei 

Atztechniken riandum ein.gleicher Atzangriff gewahrleistet • 

Bei der Scheibenbeurteilung mit einer programmgesteuerten 
Testmessung der eingangs genannten Art ergeben sich fol- 
15 gende Vorteile: 

1 . Ss ist kein nachteiliger Einflufl von Markierungstinte 
am Scheibenrand vorhanden 

2. Ss ergeben sich keine Ausbeuteeinbufle und kein Zuver- 
lassigkeitsrisiko 

20 3. Es erfolgt keine- Beeintrachtigxing der Randsysteme bei 
Foto- und Atztechniken 
. 4. Es sind prozeBtechnische Kontrollen durchfiihrbar 

25 I4arkierungen der genannten Art sind gut erkennbar und 
fUhren zum unbedingten elektrischen Ausfall der Rand- 
systeme . 

1 Figur 

5 Patentansprtiche 
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